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(54)【発明の名称】 蛍光体薄膜、薄膜エレクトロルミネッセンス表示装置および電界放出型表示装置ならびに蛍光体

薄膜形成方法

(57)【要約】
【課題】  高い発光効率を有する蛍光体薄膜等を提供す
る。
【解決手段】  蛍光体薄膜１０は、蛍光体薄膜部１２の
表面に多数の突起１４が形成される。蛍光体薄膜部１２
および突起１４の蛍光体層を構成する蛍光体材料は、例
えば、Ｍｎを添加（ドープ）したＺｎＳである。突起１
４は、柱状であり、円換算直径Ｄが１０ｎｍ以下であ
る。突起１４の高さＨは、例えば５００ｎｍ程度であ
る。突起１４は、厚みＴ２、Ｔ３がいずれも１０ｎｍ以
下の蛍光体層１６および絶縁層１８が交互に例えば合計
１０層積層された構造を有する。絶縁層１８を構成する
材料は、例えばＳｉ

３
Ｎ
４
である。突起１４は頂部にア

イランド状の例えばＡｕのドット２０が形成される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  円換算直径が１０ｎｍ以下の多数の突起
を表面に形成してなることを特徴とする蛍光体薄膜。
【請求項２】  前記突起は、厚みが１０ｎｍ以下の蛍光
体層および厚みが１０ｎｍ以下の絶縁層を交互に複数層
積層した構造を有することを特徴とする請求項１記載の
蛍光体薄膜。
【請求項３】  ＺｎＳまたはＺｎＯを蛍光体の母体材料
とすることを特徴とする請求項１または２記載の蛍光体
薄膜。
【請求項４】  ＺｎＳ：Ａｇ、ＺｎＳ：Ｃｕ－Ａｌ、Ｚ
ｎＳ：Ｃｕ、ＺｎＳ：Ｃｕ－Ｃｌ、ＺｎＳ：Ｃｕ－Ｉ、
ＺｎＳ：Ｃｕ－Ｍｎ－Ｃｌ、ＺｎＳ：Ｍｎ、ＺｎＳ：Ｓ
ｍ－Ｆ、ＺｎＳ：Ｓｍ－Ｃｌ、ＺｎＳ：Ｔｂ－Ｆ、Ｚｎ
Ｓ：Ｔｍ－Ｆ、ＺｎＯ：Ｚｎ、Ｚｎ

２
ＳｉＯ

４
：Ｍｎ、

Ｙ
２
Ｏ
３
：Ｅｕ、Ｙ

２
Ｏ
２
Ｓ：Ｅｕ、ＳｒＳ：Ｃｅ、Ｃ

ａＧａ
２
Ｓ
４
：Ｃｅ、ＳｒＧａ

２
Ｓ
４
：Ｃｅ、ＢａＡｌ

２
Ｓ

４
：ＥｕおよびＣａＳ：Ｅｕからなる群から選ばれ

た１つを蛍光体材料とすることを特徴とする請求項１ま
たは２記載の蛍光体薄膜。
【請求項５】  透明導電性膜の上に請求項1～４のいず
れか1項に記載の蛍光体薄膜を配設してなる透明導電性
膜付きガラス基板。
【請求項６】  透明導電性膜の上に請求項1～４のいず
れか1項に記載の蛍光体薄膜を配設してなる透明導電性
膜付きフレキシブル基板。
【請求項７】  請求項1～４のいずれか1項に記載の蛍光
体薄膜を発光層として有することを特徴とする薄膜エレ
クトロルミネッセンス表示装置。
【請求項８】  請求項1～４のいずれか1項に記載の蛍光
体薄膜を発光層として有することを特徴とする電界放出
型表示装置。
【請求項9】  所定の厚みの蛍光体薄膜部を形成する薄
膜部形成工程と、
該蛍光体薄膜部の表面に厚みが１０ｎｍ以下の蛍光体層
および厚みが１０ｎｍ以下の絶縁層を交互に複数層積層
して積層部を形成する積層部形成工程と、
真空蒸着法により該積層部の表面に５ｎｍ以下の厚みに
金属を蒸着して多数の金属ドットを形成する金属ドット
形成工程と、
該金属ドットをマスクとして該積層部を陽極酸化してエ
ッチングする積層部エッチング工程とを有することを特
徴とする蛍光体薄膜形成方法。
【請求項１０】  厚みが１０ｎｍ以下の蛍光体層および
厚みが１０ｎｍ以下の絶縁層を交互に複数層積層して蛍
光体薄膜積層部を形成する蛍光体薄膜積層部形成工程
と、
真空蒸着法により該蛍光体薄膜積層部の表面に５ｎｍ以
下の厚みに金属を蒸着して多数の金属ドットを形成する
金属ドット形成工程と、
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該金属ドットをマスクとして該積層部を陽極酸化して所
定の深さまでエッチングする蛍光体薄膜積層部エッチン
グ工程とを有することを特徴とする蛍光体薄膜形成方
法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、蛍光体薄膜に関
し、より詳細には、薄膜エレクトロルミネッセンス表示
装置および電界放出型表示装置の発光層に用いる蛍光体
薄膜に関する。
【０００２】
【従来の技術】次世代の画像表示装置として、薄型で自
発光型である薄膜エレクトロルミネッセンス表示装置(T
hin  Film  Electroluminescence   Display）および電
界放出型表示装置（Field  Emission  Display）が注目
を集めている。
【０００３】従来、これらの表示装置の発光層として、
前者の薄膜エレクトロルミネッセンス表示装置では蛍光
体薄膜が、また後者の電界放出型表示装置では蛍光体粉
体がそれぞれ検討されている。
【０００４】しかしながら、これらの表示装置はいずれ
も高輝度、高効率な表示装置が実用化されるには至って
いない。
【０００５】特に後者の電界放出型表示装置では、蛍光
体粉体が用いられるため、表示装置内において蛍光体粉
体の表面から放出されるガスを抑制することが求めら
れ、また、蛍光体粉体の帯電防止や表示画像の高精細化
等の課題もある。このため、電界放出型表示装置におい
て、発光層として、蛍光体粉体に代えて薄膜エレクトロ
ルミネッセンス表示装置と同様に蛍光体薄膜を使用する
ことが提案されている（H.Nakajima,H.Kominami,T.Aok
i,Y.Nakanisi  and  Y.Hatanaka：J.Lumine.87-89(200
0)1146.）。
【０００６】蛍光体薄膜は、スパッタ法、電子線蒸着
法、原子層エピタキシー法、多源蒸着法などの各種の薄
膜作製法によって作製される。これらの薄膜作製法によ
って作製された蛍光体薄膜は、特に形状加工処理を施す
ことなく、そのまま発光層として用いられている。
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、現在検
討されている各種の蛍光体薄膜は、いずれも必ずしも充
分な発光効率を得るには至っていない。
【０００７】なお、蛍光体粉体については、粉体粒径を
２～３ｎｍ程度まで超微粒化することにより発光効率を
向上させることができることが最近報告されている（M.
Tanaka  and  Y.Masumoto：Chem.Phys.Lett.324(2000)2
49.）。通常の蛍光体粉体では極低温（－２７３Ｋ）付
近から室温付近までの温度上昇に伴い発光強度が顕著に
減少する温度消光現象が見られることが知られている
が、蛍光体粉体を超微粒化することにより、この温度消
光現象を抑制できることが明らかになっている。ところ
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が、この蛍光体粉体を超微粒化する技術を実用化するに
は、蛍光体が超微粒子であるため凝集しやすく取り扱い
が難しく、また、粒子の表面処理が難しいという超微粒
子特有の困難な問題を克服することが必要であり、これ
は必ずしも容易ではない。
【０００８】本発明は、上記の課題に鑑みてなされたも
のであり、高い発光効率を有する蛍光体薄膜、蛍光体薄
膜を配設してなる透明導電性膜付きガラス基板およびフ
レキシブル基板、薄膜エレクトロルミネッセンス表示装
置および電界放出型表示装置ならびに蛍光体薄膜形成方
法を提供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】本発明に係る蛍光体薄膜
は、円換算直径が１０ｎｍ以下の多数の突起を表面に形
成してなることを特徴とする。
【００１０】これにより、円換算直径が１０ｎｍ以下の
突起（柱状層）の蛍光体層の内部で空間的な閉じ込め効
果が生じる。例えば、絶縁層のない蛍光体のみの単層膜
の場合、１次元の空間的な閉じ込め効果が好適に生じ
る。
【００１１】ここで、円換算直径の下限値は特に限定す
るものではないが、本発明の効果を有効に奏する観点や
加工性等の観点からは、例えば１ｎｍ以上程度が好まし
い。
【００１２】この場合、前記突起は、厚みが１０ｎｍ以
下の蛍光体層および厚みが１０ｎｍ以下の絶縁層を交互
に複数層積層した構造を有すると、柱状構造の突起の絶
縁層によって区画された蛍光体層の内部で０次元のより
強い空間的な閉じ込め効果が生じる。
【００１３】ここで、積層数は特に限定するものではな
いが、例えば、５０層程度とすることができる。
【００１４】上記の各発明の構成により、１次元あるい
は０次元の空間的な閉じ込め効果が生じることで、電子
と正孔との無輻射再結合が起こりにくくなり、発光中心
へのエネルギの移動が効率良く生じることになる。これ
により、薄膜エレクトロルミネッセンス表示装置や電界
放出型表示装置で用いる蛍光体薄膜の発光効率を抜本的
に改善することができる。また、高電界による電子－正
孔対の解離が生じにくくなることで、従来薄膜エレクト
ロルミネッセンス表示装置に用いることのできなかった
ドナー－アクセプター対発光を利用した、例えば、Ｚｎ
Ｓ：Ａｇ、ＺｎＳ：Ｃｕ－Ａｌ、ＺｎＳ：Ｃｕ、Ｚｎ
Ｓ：Ｃｕ－Ｃｌ、ＺｎＳ：Ｃｕ－Ｉ等の蛍光体材料につ
いても薄膜エレクトロルミネッセンス表示装置に用いる
ことができる。
【００１５】また、本発明の蛍光体薄膜によって、超微
粒子の蛍光体の取り扱いの難しさが取り除かれ、表示装
置への応用が容易になる。
【００１６】また、この場合、ＺｎＳまたはＺｎＯを蛍
光体の母体材料とし、あるいは、ＺｎＳ：Ａｇ、Ｚｎ
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Ｓ：Ｃｕ－Ａｌ、ＺｎＳ：Ｃｕ、ＺｎＳ：Ｃｕ－Ｃｌ、
ＺｎＳ：Ｃｕ－Ｉ、ＺｎＳ：Ｍｎ、ＺｎＳ：Ｃｕ－Ｍｎ
－Ｃｌ、ＺｎＳ：Ｓｍ－Ｆ、ＺｎＳ：Ｓｍ－Ｃｌ、Ｚｎ
Ｓ：Ｔｂ－Ｆ、ＺｎＳ：Ｔｍ－Ｆ、ＺｎＯ：Ｚｎ、Ｚｎ

２
ＳｉＯ

４
：Ｍｎ、Ｙ

２
Ｏ
３
：Ｅｕ、Ｙ

２
Ｏ
２
Ｓ：Ｅ

ｕ、ＳｒＳ：Ｃｅ、ＣａＧａ
２
Ｓ
４
：Ｃｅ、ＳｒＧａ

２

Ｓ
４
：Ｃｅ、ＢａＡｌ

２
Ｓ
４
：ＥｕおよびＣａＳ：Ｅｕ

からなる群から選ばれた１つを蛍光体材料とすると、好
適である。
【００１７】ここで、例えば、ＺｎＳ：Ｍｎとは、発光
中心材料としてのＭｎを母体材料としてのＺｎＳに添加
した蛍光体材料をいい、また、同様に、ＺｎＳ：Ｃｕ－
Ａｌとは、発光中心材料としてのＣｕおよびＡｌを母体
材料としてのＺｎＳに添加した蛍光体材料をいう。
【００１８】また、本発明に係る透明導電性膜付きガラ
ス基板および透明導電性膜付きフレキシブル基板（プラ
スチック基板）は、透明導電性膜の上に上記の蛍光体薄
膜を配設したものであると、好適である。
【００１９】また、本発明に係る薄膜エレクトロルミネ
ッセンス表示装置および電界放出型表示装置は、上記の
蛍光体薄膜を発光層として有すると、好適である。
【００２０】また、本発明に係る蛍光体薄膜形成（作
製）方法は、所定の厚みの蛍光体薄膜部を形成する薄膜
部形成工程と、該蛍光体薄膜部の表面に厚みが１０ｎｍ
以下の蛍光体層および厚みが１０ｎｍ以下の絶縁層を交
互に複数層積層して積層部を形成する積層部形成工程
と、真空蒸着法により該積層部の表面に５ｎｍ以下の厚
みに金属を蒸着して多数の金属ドットを形成する金属ド
ット形成工程と、該金属ドットをマスクとして該積層部
を陽極酸化してエッチングする積層部エッチング工程と
を有することを特徴とする。
【００２１】ここで、蛍光体薄膜部の所定の厚みは、特
に限定するものではないが、例えば１０００ｎｍ程度と
することができる。また、積層部の積層数は、特に限定
するものではないが、例えば５０層程度とすることがで
きる。また、金属ドットの材料は、陽極酸化に対して不
溶性のものであれば特に限定するものではないが、例え
ばＡｕを好適に用いることができる。真空蒸着法により
５ｎｍ以下厚みに金属を蒸着する蒸着の初期過程におい
ては、金属は全面を覆う膜を形成するまでには至らず、
ドット状に形成される。このとき、５ｎｍ程度の厚みに
対して１０ｎｍ程度の径を有するドットが形成される。
【００２２】この場合、エッチングするための積層部を
蛍光体薄膜部と格別に形成することなく、厚みが１０ｎ
ｍ以下の蛍光体層および厚みが１０ｎｍ以下の絶縁層を
交互に複数層積層して蛍光体薄膜積層部を形成する蛍光
体薄膜積層部形成工程と、真空蒸着法により該蛍光体薄
膜積層部の表面に５ｎｍ以下の厚みに金属を蒸着して多
数の金属ドットを形成する金属ドット形成工程と、該金
属ドットをマスクとして該積層部を陽極酸化して所定の
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深さまでエッチングする蛍光体薄膜積層部エッチング工
程とを有する構成としてもよい。
【００２３】この場合、蛍光体薄膜積層部は、合計厚み
を例えば１０００ｎｍ程度に形成し、例えば、所定の深
さとして５００ｎｍ程度エッチングすることができる。
【００２４】これにより、上記した本発明の効果を奏す
る蛍光体薄膜を好適に得ることができる。
【００２５】
【発明の実施の形態】本発明の好適な実施の形態につい
て、図を参照して、以下に説明する。
【００２６】まず、本実施の形態例に係る蛍光体薄膜に
ついて説明する。
【００２７】蛍光体薄膜１０は、図１に模式的に示すよ
うに、例えば厚みＴ１が１０００ｎｍ程度の蛍光体薄膜
部１２の表面に多数の突起１４が形成されたものであ
る。
【００２８】蛍光体薄膜部１２および突起１４の蛍光体
層を構成する蛍光体材料は、例えば、Ｍｎを添加（ドー
プ）したＺｎＳである。
【００２９】突起１４は、柱状であり、いずれの突起に
ついても径（円換算直径）Ｄが１０ｎｍ以下である。ま
た、突起１４の高さＨは、例えば５００ｎｍ程度であ
る。突起１４は、厚みＴ２、Ｔ３がいずれも１０ｎｍ以
下の蛍光体層１６および絶縁層１８が交互に例えば合計
１０層程度積層された構造を有する。絶縁層１８を構成
する材料は、例えばＳｉ

３
Ｎ
４
である。突起１４は頂部

にアイランド状の例えばＡｕのドット（酸に不溶性の金
属によるドット）２０が形成されている。
【００３０】なお、蛍光体薄膜部１２は、Ｍｎを添加し
たＺｎＳからなる蛍光体層単独とする上記の構成に代え
て、突起１４と同様に、蛍光体層１６および絶縁層１８
を交互に積層した構成としてもよい。
【００３１】上記本実施の形態例に係る蛍光体薄膜は、
円換算直径が１０ｎｍ以下の量子サイズの柱状の突起の
絶縁層に挟まれた１０ｎｍ以下の厚みの蛍光体層の内部
で０次元の空間的な閉じ込め効果が生じることで、電子
と正孔の無輻射再結合が起こりにくくなり、発光中心へ
のエネルギ移動が効率的となることで、蛍光体薄膜の発
光効率が従来のものより向上する。また、このとき、Ａ
ｕのドットの厚みが５ｎｍ以下と極薄であるため、照射
した電子線や紫外線はＡｕのドットを透過し、突起の蛍
光体層が発光する。
【００３２】なお、突起１４は、蛍光体層１６および絶
縁層１８を交互に積層した上記の構成に代えて、蛍光体
薄膜部１２と同様に、Ｍｎを添加したＺｎＳからなる蛍
光体層単独の構成（単層膜）としてもよい。この場合に
おいても、１次元の空間的な閉じ込め効果が生じるの
で、上記の蛍光体層と絶縁層とを交互に積層した積層膜
と同様な効果が生じる。
【００３３】つぎに、本実施の形態例に係る蛍光体薄膜
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形成方法について、蛍光体薄膜を透明導電性膜付きのガ
ラス基板上に形成する場合を例にとって、図２および図
３を参照して説明する。
【００３４】透明導電性（ＩＴＯ）膜２２を上面に設け
た、例えば数ｃｍ角の小面積のガラス基板２４を準備す
る（図２（ａ））。
【００３５】そして、例えばスパッタ法により、透明導
電性膜２２上にＭｎを添加（ドープ）したＺｎＳを堆積
させて、例えば１０００ｎｍの厚みの蛍光体薄膜部２６
を形成する（薄膜部形成工程  図２（ｂ））。
【００３６】ついで、例えばスパッタ法により、蛍光体
薄膜部２６の上に厚みが１０ｎｍ以下のＭｎを添加（ド
ープ）したＺｎＳからなる蛍光体層２８および厚みが１
０ｎｍ以下のＳｉ

３
Ｎ
４
からなる絶縁層３０を交互に積

層して、例えば１０００ｎｍの厚みの積層部３２を形成
する（積層部形成工程  図２（ｃ））。
【００３７】ついで、真空蒸着法を用い、積層部３２の
表面に厚みが５ｎｍ以下になるようにＡｕを蒸着するこ
とにより、直径（円換算直径）が１０ｎｍ以下の多数の
アイランド状のＡｕドット３４を形成する（金属ドット
形成工程）。
【００３８】ついで、図３に示すように、金属ドット３
４をマスクとして積層部３２を陽極酸化してエッチング
する（積層部エッチング工程）。
【００３９】すなわち、まず、表面にＡｕドット３４が
形成された積層部３２、すなわち、微細加工を施す領域
を除いて、透明導電性膜２２と電気的に導通した結線も
含めて基板全体を、厚さ５０μｍ程度のポリ４ふっ化エ
チレン粘着シートフィルム３６で完全に覆う（ラッピン
グ）。このとき、後述する電解液４０が基板側に漏れ込
まないように基板全体を確実に挟んだ状態にラッピング
する。このラッピングした基板を陽極とする。
【００４０】一方、陰極として外部への結線と電気的に
導通したＰｔ板３８を用いる。
【００４１】上記の陽極および陰極を、電解液としてエ
チルアルコールまたは純水で希釈した、塩酸、硫酸、硝
酸、シュウ酸、リン酸またはフッ酸等の酸の溶液４０を
満たした電解槽４２中に浸す。この希釈にあたっては、
蛍光体が電解液４０中に溶出しないように酸濃度を１０
質量％以下に調整する。
【００４２】そして、電流密度が１５ｍＡ／ｃｍ２程度
になるように外部から直流電圧を印加する。約１５ｍｉ
ｎ程度この状態を継続して陽極酸化を行う。
【００４３】このとき、Ａｕドット３４をマスクとして
積層部３２がエッチング、除去される。これにより、先
に図１に示した、Ａｕドット３４の数に対応した多数の
突起が積層部２６の上に形成される。
【００４４】陽極酸化を施して、多数の突起が表面に形
成された蛍光体薄膜１０（図１参照）を有する基板は、
エチルアルコールまたは純水を用いて電解液を洗い流し
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7
た後、十分乾燥させる。
【００４５】なお、上記の蛍光体薄膜形成方法に代え
て、厚みが１０ｎｍ以下の蛍光体層および厚みが１０ｎ
ｍ以下の絶縁層を交互に複数層積層して蛍光体薄膜積層
部を形成し（蛍光体薄膜積層部形成工程）、ついで、蛍
光体薄膜積層部の表面に厚みが５ｎｍ以下で直径が１０
ｎｍ以下の多数の金属ドットを形成し（金属ドット形成
工程）、ついで、金属ドットをマスクとして蛍光体薄膜
積層部を陽極酸化して所定の深さまでエッチングする
（蛍光体薄膜積層部エッチング工程）方法を用いてもよ
い。
【００４６】図４に、通常の多源蒸着法で作製したＭｎ
を添加したＺｎＳからなる蛍光体薄膜と、本実施の形態
例の形成方法により形成(作製)した蛍光体薄膜１０につ
いて、発光強度および発光効率の温度依存性を示した。
【００４７】発光強度および発光効率は、電界放出型表
示装置と同様に、電子の加速電圧を１ｋＶ、電流密度を
６０μＡ／ｃｍ２に設定した電子線を照射したときの測
定結果である。
【００４８】つぎに、本実施の形態例に係る薄膜エレク
トロルミネッセンス表示装置について、図５を参照して
説明する。
【００４９】薄膜エレクトロルミネッセンス表示装置４
４は、上記の蛍光体薄膜１０を有する基板（透明導電性
膜２２付きガラス基板２４）の蛍光体薄膜１０上に絶縁
層４６および背面電極４８を設けた構成である。絶縁層
４６および背面電極４８は、多源蒸着法やスパッタ法等
の従来の薄膜形成方法を適宜選択して用いて順次形成す
る。
【００５０】上記薄膜エレクトロルミネッセンス表示装
置は、従来の薄膜エレクトロルミネッセンス材料である
蛍光体薄膜１０（ＺｎＳ：Ｍｎ）等を発光層に用いた場
合に発光効率を高めることができる。また、従来薄膜エ
レクトロルミネッセンス表示装置に用いることのできな
かったドナーアクセプタ対発光を利用したＺｎＳ：Ａ
ｇ、ＺｎＳ：Ｃｕ－Ａｌ、ＺｎＳ：Ｃｕ、ＺｎＳ：Ｃｕ
－Ｃｌ、ＺｎＳ：Ｃｕ－Ｉ等からなる蛍光体材料を薄膜
エレクトロルミネッセンス表示装置に用いることができ
るようになる。
【００５１】つぎに、本実施の形態例に係る電界放出型
表示装置について、図６を参照して説明する。
【００５２】電界放出型表示装置５０は、上記の蛍光体
薄膜１０を有する基板（透明導電性膜２２付きガラス基
板２４）の蛍光体薄膜１０側をダイアモンドライクカー
ボン膜やカーボンナノチューブ等で形成された電子線放
出源５２と対向して配置し、真空封止した構成である。
【００５３】上記電界放出型表示装置は、発光効率を高
めるために超微粉化することが難しかったＭｎを添加
（ドープ）したＺｎＳ等からなる蛍光体材料を薄膜化
し、多数の柱状の突起を薄膜表面に形成することで、高*
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*い発光効率を得ることができる。
【００５４】以上説明した本実施の形態例に関わらず、
本発明は、分散型エレクトロルミネッセンス表示装置
や、2重絶縁構造をもつ薄膜エレクトロルミネッセンス
表示装置にも適用することができ、また、本実施の形態
例発明の蛍光体薄膜の母体材料薄膜，例えばＺｎＳ等を
電界放出型表示装置の電子放出源として使用することも
できる。
【００５５】
【発明の効果】本発明に係る蛍光体薄膜によれば、円換
算直径が１０ｎｍ以下の多数の突起を表面に形成してな
り、また、突起は、厚みが１０ｎｍ以下の蛍光体層およ
び厚みが１０ｎｍ以下の絶縁層を交互に複数層積層した
構造を有するため、蛍光体の発光効率を向上させること
ができる。また、従来薄膜エレクトロルミネッセンス表
示装置に用いることができなかったドナー－アクセプタ
ー対発光を利用した蛍光体材料についても薄膜エレクト
ロルミネッセンス表示装置の発光層に用いることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施の形態例に係る蛍光体薄膜の模式図であ
る。
【図２】本実施の形態例に係る蛍光体薄膜形成方法を説
明するためのものであり、図２（ａ）はガラス基板を準
備した状態を示し、図２（ｂ）は透明導電性膜上に蛍光
体薄膜部を形成した状態を示し、図２（ｃ）は蛍光体薄
膜部上に蛍光体層および絶縁層を複数層積層して積層膜
を形成した状態を示し、図２（ｄ）は積層膜上にドット
を形成した状態を示す図である。
【図３】本実施の形態例に係る蛍光体薄膜形成方法を説
明するためのものであり、図２の基板を陽極酸化する装
置構造を示す図である。
【図４】蛍光体薄膜の発光強度および発光効率の温度依
存性を説明するためのグラフ図である。
【図５】本実施の形態例に係る薄膜エレクトロルミネッ
センス表示装置の概略構成を示す図である。
【図６】本実施の形態例に係る電界放出型表示装置の概
略構成を示す図である。
【符号の説明】
１０  蛍光体薄膜
１２、２６  蛍光体薄膜部
１４  突起
１６、２８  蛍光体層
１８、３０、４６  絶縁層
２０、３４  Ａｕドット
２２  透明導電性膜
２４  ガラス基板
３２  積層部
３６  ポリ４ふっ化エチレン粘着シートフィルム
３８  Ｐｔ板
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４０  酸溶液
４２  電解槽
４４  薄膜エレクトロルミネッセンス表示装置 *

10
*４８  背面電極
５０  電界放出型表示装置
５２  電子線放出源

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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